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Максвелл может сменить Ома в СБИС
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Магнитный микросепаратор




5
Наношпингалет, который может щёлкать на тактовой частоте Pentium
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Экспериментальная реализация алгоритма Шора для квантовой факторизации
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“Germans have best sense of humour”
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Судьба электроники в России. 
Чтобы добиться успеха, надо быть ориентированным на него
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Внимание! Это – очень важно!
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Российские конференции, планируемые в 2002 году 



































Лучше один раз увидеть…

Текущий выпуск журнала nature радует читателей сообщением о том, что группе английских исследователей во главе с Алексеем Колесниченко удалось наблюдать орбитальный эффект Кондо [Nature 415, 507–509 (31 January 2002)]. Более того, как это часто практикуется nature, в случаях наблюдения необыч-ных физических явлений, следом публикуется статья других авторов, получивших результаты, аналогичные первым или связанные с ними по смыслу – как для подтверждения выводов первой статьи, так и для поддержания справедливости в отношении тех, которые оказались не «самыми первыми».

Эффект Кондо известен достаточно давно. Само явление состоит в том, что электроны проводимости, обладающие электрическим зарядом и магнитным (спиновым) моментом, экранируют локальные магнитные моменты (например, магнитных примесей). При этом возникает особенность в плотности состояний проводящих электронов вблизи уровня Ферми. Принятым методом обнаружения особенностей в плотности состояний является туннельная спектроскопия, т.е. регистрация вольт-амперных характеристик туннельных переходов, содержащих соответствующий материал (т.к. именно процессы туннелирования наиболее непосредственно завязаны на плотность электронных состояний). Всякого рода немонотонности на ВАХ, хорошо выделяющиеся при дифференциальной регистрации, как раз и свидетельствуют о появлении тех или иных особенностей плотности состояний.

Родственный эффект, когда электроны проводимости взаимодействуют с орбитальными, а не со спиновыми моментами, был предсказан ранее. А теперь, в соответствии с сообщением в NATURE, его удалось и наблюдать. Эксперименты проводились на атомно-чистой поверхности Cr (100) с помощью сканирующего туннельного микроскопа. Упомянутая особенность была обнаружена в 26мэВ над поверхностью Ферми.

Зонд сканирующего туннельного микроскопа, кроме того, что позволяет измерять ВАХ, обладает еще и возможностью делать это локально. Упомянутая особенность 26мэВ была картографирована, и в окрестности немагнитного примесного атома на поверхности исследовавшегося монокристалла хрома было обнаружено (надо полагать, к немалому удивлению самих авторов) крестообразное вдавливание (см. рисунок). Вот, собственно, наблюдение этого вдавливания и есть будоражащий факт, который удостоился публикации в nature.

Удивительно то, что на самом деле вдавливания нет; видимое крестообразное затемнение накладывается на изображения окружающих атомов, а сами атомы, вроде бы, остаются на местах. Если вспомнить, что картинки STM – это визуализация токов над соответствующими точками, то становится ясно, что крестообразная особенность - на самом деле локальная особенность ВАХ вблизи одиночного атома (напомним – в узкой области потенциалов 26мэВ над поверхностью Ферми). То, что примесный атом немагнитный, меняет немного – ведь картинка STM достаточно условна, это вообще своеобразный «квантовый мираж». Резонанс Кондо существует на остальной поверхности хрома, но отсутствует вблизи примесного немагнитного атома – и сканирующий туннельный микроскоп регистрирует своего рода «негатив» - область, где такого резонанса нет. Симметрия особенности отвечает симметрии волновых функций. На основании совокупности данных и многоэлектронных расчетов авторы утверждают, что в их экспериментах наблюдался резонанс двух вырожденных поверхностных состояний dxz, dyz симметрии.

Вот в этом то и состоит пафос обсуждаемой работы, что слово НАБЛЮДАТЬ, прежде бывшее расхожим жаргоном у экспериментаторов, да и не только у них, приобретает свой исконный смысл даже при изучении таких абстрактных явлений, как многоэлектронный резонанс Кондо. Не исключено, что для признания новых эффектов в будущем их придется визуализировать. Легче ученым, а экспериментаторам в особенности, не станет, но современная наука, которая уже давно не может похвастать наглядностью, должна от этого только выиграть. 

М.Компан (ФТИ РАН)


Отсутствие “эффекта вихревой памяти” 
в ВТСП накладывает ограничения 
на механизм высокотемпературной 
сверхпроводимости

Практически сразу же после открытия высокотемпературной сверхпроводимости в оксокупратах Ф.Андерсон выдвинул гипотезу о том, что высокая критическая температура Tc, равно как и необычные свойства нормального состояния ВТСП, обусловлены разделением спиновых и зарядовых степеней свободы электронной подсистемы [1]. Ф.Андерсон предположил, что элементарные возбуждения в ВТСП являются не электроноподобными, как в обычных металлах (и в том числе в “низкотемпературных сверхпроводниках”), а разделяются на незаряженные фермионы со спином 1/2 (“спиноны”) и бозоны с зарядом +e (“зарядоны”), бозе-конденсация которых и приводит к сверхпроводимости. Наличие спин-зарядового разделения в одномерных системах надежно установлено. Что же касается двумерных систем (слоистые ВТСП являются по сути квазидвумерными материалами), споры о наличии или отсутствии в них разделения заряда и спина велись в течение 15 лет с переменным успехом.

Недавно [2] был намечен путь непосредственной экспериментальной проверки гипотезы Ф.Андерсона. Он основан на поиске в ВТСП квазичастиц, называемых визонами, которые представляют собой вихреподобные топологические дефекты, естественным образом появляющиеся в моделях со спин-зарядовым разделением. Надо сказать, что квант магнитного потока в бозе-конденсате зарядонов имеет такую же величину, как и в обычных сверхпроводниках, (0=h/2e. Но, если в обычных сверхпроводниках куперовская пара с зарядом 2e совершает один оборот вокруг магнитного вихря с потоком (0, набирая фазу 2(, то зарядон с зарядом e набирает при этом лишь фазу (, а дополнительный сдвиг фазы на ( (необходимый для однозначности волновой функции зарядона) дает визон, сопутствующий магнитному вихрю. Идея авторов работы [2] состояла в том, что для обнаружения визонов нужно изготовить из ВТСП кольцо и охладить его в магнитном поле до температуры ниже Tc, чтобы оно захватило магнитный поток. Если число квантов захваченного магнитного потока нечетно, то кольцо будет содержать также и визон, который останется в нем при нагреве до температуры выше Tc. Если теперь успеть охладить кольцо (без магнитного поля) до того как визон уйдет из кольца, то произойдет спонтанная генерация одного кванта потока произвольной ориентации – так называемый "эффект вихревой памяти" (при четном числе захваченных квантов потока визон отсутствует, и генерации потока после термоциклирования не происходит). 

Именно такой эксперимент и был проведен в работе [3] канадских (University of British Columbia) и американских (Stanford University и IBM T.J.Watson Research Center) физиков, которые использовали кольцо из ВТСП YBa2Cu3O6+x. Тонкость состояла в том, что величина Tc ВТСП-кольца должна была быть как можно более низкой, чтобы визон не успел выйти из кольца при термоциклировании в окрестности Tc (время жизни визона (=(0(exp(Evison/kBT) тем больше, чем ниже температура; здесь (0 – микроскопическое время, Evison – высота энергетического барьера, препятствующего выходу визона). Именно поэтому и была выбрана система Y-123, в которой величину Tc можно регулировать, уменьшая содержание кислорода. Образцы, использованные в работе [3], имели x=0.35, что соответствует Tc=12К (тем не менее сверхпроводящий переход был очень резким – однородного распределения кислорода по образцам удалось добиться путем их длительного отжига при комнатной температуре в сухом азоте в течение нескольких недель). Результат оказался отрицательным – визоны не были зарегистрированы. На основании тщательного анализа полученных результатов удалось сделать оценку величины Evison сверху: Evison<190K, что перечеркивает все модели об определяющей роли визонов в ВТСП.

Справедливости ради следует отметить, что в некоторых моделях разделения спина и заряда в ВТСП удается избежать необходимости введения визона. Эти модели пока продолжают жить, а Ф.Андерсон – спокойно спать. До новых экспериментов?

1. P.W.Anderson, Science, 1987, 235, 1196

2. T.Senthil, M.P.A.Fisher, Phys. Rev. Lett. 86, 2001, 292

3. D.A.Bonn et al., Nature, 2001, 414, 887

4. T.Senthil, M.P.A.Fisher, Phys. Rev. B, 2000, 62, 7850

5. M.Franz, Z.Tesanovich, Preprint 
cond-mat/0010436

6. R.D.Sedgewick et al., Preprint cond-mat/0012028.


Графитовые нанослои

Известно, что кристаллическая структура графита сильно анизотропна. Графит представляет собой набор параллельных друг другу графитовых слоев, очень слабо связанных друг с другом за счет ван-дер-ваальсовского взаимодействия (энергия связи ~ 0.1эВ/атом). Напротив, в каждом графитовом слое атомы углерода очень прочно соединены ковалентными связями (энергия связи ~ 10эВ/атом). Именно графитовые слои, сворачиваясь в цилиндры, дают жизнь таким уникальным объектам наномира, как углеродные нанотрубки. Однако плоские графитовые слои не существуют в изолированном виде (а будучи нанесены на подложку, очень сильно с ней взаимодействуют и быстро деградируют), что не способствует экспериментальной проверке теоретических моделей их электронного строения.

Небольшие кусочки графитовых слоев впервые удалось получить японским исследователям из Tokyo Institute of Technology и Musashi Institute of Technology [A.M.Affoune et al., Chem. Phys. Lett. 348 (2001) 17]. Они использовали методику электрофоретического осаждения наночастиц алмаза диаметром (4 ( 6) нм на поверхность пиролитического графита с последующим отжигом при T = 1600oC. При этом наночастицы трансформировались во фрагменты изолированных друг от друга графитовых слоев с поперечным размером (10 ( 15)нм, расстояние от которых до поверхности превышало расстояние между слоями в графите. Оценка энергии взаимодействия нанослоев с подложкой показало, что она в ~ 2 раза меньше, чем энергия взаимодействия соседних слоев в объемном образце графита. Число атомов углерода в каждом таком фрагменте составляло около 3000. Графитовый характер структуры нанослоев подтвержден методом сканирующей электронной микроскопии. 


Л.Опёнов (МИФИ)

Углеродные нанотрубки как фильтр для питьевой воды 

Допустимой концентрацией фтора в питьевой воде обычно считается величина в диапазоне 0.5-1.5мг/л. Ее превышение влияет на метаболизм Ca, P в теле человека и приводит к заболеваниям. К сожалению, во многих местах Земли концентрация ионов фтора в подземных водах превышает допустимые величины из-за влияния сточных вод от различных производств. Существуют различные методы очистки питьевой воды от избыточного фтора, в том числе адсорбционные. В качестве адсорбента чаще всего используется активированный оксид алюминия (АА), который имеет высокую емкость и селективность. Однако оптимальная емкость АА обеспечивается только в условиях рН<6, что ограничивает практическое применение. Желательно подобрать адсорбент, активно работающий при значении рН "вокруг" 7. Оказалось, что здесь могут помочь углеродные нанотрубки.

Китайские ученые использовали углеродные нанотрубки как носители для Al2O3. Образец аморфного губчатого оксида алюминия на углеродных нанотрубках был получен методом нагрева композитов Al(NO3)3 и углеродных нанотрубок при 5000С в атмосфере азота в течение 2 часов. Для измерения адсорбции образец был помещен в раствор NaF. Исследовалось влияние различных величин рН. Удельная поверхность, объем пор и средний диаметр пор для нанотрубок и композита Al2O3/нанотрубка равнялись 190м2/г и 165м2/г, 0.39см3/г и 0.18см3/г, 3.8 и 4.3нм, соответственно. Экспериментальные результаты показали высокую эффективность нового адсорбента. Наилучшая адсорбция происходит при рН 5.0 – 9.0, т.е. в более широком диапазоне, чем для АА (рН<6). Сорбционная емкость существенно выше, чем у используемых в настоящее время сорбентов (в 13.5 раз больше, чем для угольного сорбента АlC-300 и в 4 раза больше, чем для (-Al2O3 при равновесной концентрации 12мг/л). Широкий диапазон величин рН и высокая сорбционная емкость говорят о перспективности Al2O3/углеродная нанотрубка для удаления фтора, особенно из питьевой воды. 

Chem. Phys. Lett., 2001, 350, p.412-416, Dec. 28

Максвелл может сменить Ома в СБИС

Быстродействие сверхбольших интегральных схем (СБИС) ограничивается не только временем переключения транзисторов, но и скоростью прохождения сигнала по металлическим межсоединениям (пленочным проводам). В этом смысле всякая СБИС похожа на РАО ЕС в миниатюре, только председателями правления там работают Ом и Максвелл. К сожалению, всякий провод обладает сопротивлением, да еще и емкостью. А так как любую емкость невозможно зарядить мгновенно, то распространение импульсного сигнала по межсоединениям происходит с неизбежной задержкой. Чаще всего она-то все и портит. Кардинальное решение проблемы видится в замене проводной связи между элементами на фотонную (у фотонов и скорость – дальше некуда, и сквозь друг друга они проходят почти без помех). Но для ее реализации необходимо на том же кристалле разместить и источник, и приемник излучения и, если последний легко реализуется в кремнии, то с кремниевыми источниками пока дела обстоят не так хорошо. Хотя, если вы следите за сообщениями ПерсТ’а, светящийся кремний уже перестал быть экзотикой. 

Однако, не сдает свои позиции и признанный оптоэлектронный материал – А3В5, который хорошо вписывается в новую технологию, определяемую аббревиатурой «Э-на-Э» («Эпитаксия на Электронике», английский вариант – “E-o-E”, Epitaxy-on-Electronics). Суть ее в том, что на почти готовой интегральной схеме в нужных местах посредством низкотемпературной эпитаксии создаются источники и приемники излучения. Автором названия и активным разработчиком идеи является профессор Массачусетского технологического института Клифтон Фонстэд (мл.). Он не только придумал, но и реализовал идею в совместной работе с сингапурскими исследователями [1]. Им удалось вырастить высококачественные гетероструктуры GaAs-AlGaAs на дне глубокого колодца, вытравленного в модельном многослойном диэлектрическом покрытии (6 пар Si3N4 - 100нм + SiO2 -300нм) на подложке GaAs(100). Ключевым элементом всей процедуры является зачистка дна колодца перед эпитаксией с помощью атомарного водорода (температура подложки 450(С, время обработки 20мин., давление в камере 10-6Торр., температура крекера 2000(С). Методом атомно-силовой микроскопии установлено, что после такой обработки поверхность на дне колодца является атомно-гладкой: среднеквадратичная шероховатость составляет всего 0.252нм (для справки, длина межатомной связи Ga-As равна 0.244нм). Три квантовые ямы из GaAs толщиной 3, 5 и 10нм с обкладками из Al0.3Ga0.7As выращивались методом молекулярно-лучевой эпитаксии при 500(С. В спектре люминесценции (при 4К) наблюдали три пика с энергиями 1.535, 1.580 и 1.632эВ и шириной 2.5 и 14мэВ, соответственно. При использовании стандартной процедуры предэпитаксиальной обработки (удаление оксида прогревом при 580(С) результаты были гораздо хуже: шероховатость в 5 раз больше, а пики люминесценции сдвинуты в длинноволновую область и сильно уширены. Похоже, что «Эпитаксия на Электронике» начинает превращаться в нечто осязаемое.

1. Thin Solid Films, 2002, 402, issues 1-2, pp.43-48


Магнитный микросепаратор

Магнитная фильтрация быстро завоевала себе место как в крупномасштабных промышленных системах для сепарации горных пород, так и в биотехнологических микросистемах. Достоинства способа – высокая степень очистки от магнитных частиц, малый перепад давления на фильтре, удаление мелких (<1мкм) и мягких частиц, забивающих обычные фильтры, и возможность выводить захваченные частицы без разборки фильтра. 

Рис. 1. Последовательность технологических операций изготовления магнитного микросепаратора
Предлагаемая сотрудниками факультета химии и химической биологии Гарвардского университета жидкостная микросистема [1] содержит в проточном канале магнитный фильтр в виде двумерной матрицы никелевых стержней диаметром 15мкм, изготовленных «мягкой» фотолитографией и электроосаждением никеля. Во внешнем магнитном поле около стержней образуются сильные градиенты магнитного поля, способного легко захватывать магнитные частицы с размером ~ 4-5мкм. Авторы использовали пуансон из полидиметилсилоксана (ПДМС) толщиной ~1мм. (рис.1b). С помощью него матрица тонких каналов штампуется в слое полиуретана толщиной ~7мкм на кремниевой подложке с подслоем из Ti(50Å)/Au(500Å), полиуретан затвердевает при УФ облучении в течение 1 часа, проводится электроосаждение никеля, полиуретан удаляется в смеси CH2Cl2:CH3OH:NH3/H2O (30% по весу водный раствор аммония) в соотношении 100:25:3. 

На рис. 1е показаны два варианта микрофильтровальной системы из ПДМС с поперечными размерами канала 50(150мкм и магнитным полем ~500Гс, ориентированным поперек или вдоль осей Ni стержней. Несмотря на малую высоту стержней поле, концентрируемое ими, было достаточным для эффективного захвата магнитных шариков. 

Рис. 2. СЭМ микрофотография отдельных Ni столбиков и собранных микрочастиц
На рис. 2 – вид Ni столбиков (a,b) и собранных магнитных частиц с диаметром 4.5мкм (c). Скорость протока воды в канале составляла ~2мкл/мин, концентрация частиц ~104шт/мл. При сохранении потока и снятии внешнего магнитного поля частицы освобождались. Понятно, что система с таким принципом может также разделять группы частиц с заметным различием в магнитных характеристиках. Еще бóльшую автономность системы обеспечит разрабатываемый авторами встроенный источник магнитного поля взамен используемого в эксперименте внешнего.

1. Appl. Phys. Lett., 2002, 80(3), pp.461-463

Наношпингалет, который может щёлкать на тактовой частоте Pentium

В недавней публикации в Physical Review Letters (от 28 января 2002 г.) предлагается совершенно удивительная идея в копилку бурно стартующей наномеханики. Речь идет о механических колебаниях углеродных нанотрубок, причём, на таких частотах, о которых пару лет назад и помыслить было невозможно. То есть, о гигагерцах.

Фокус в том, что если одну нанотрубку вставить внутрь другой, то относительно друг друга они скользят почти без трения просто потому, что «тереться» нечему по определению – графитовые монослои, свернувшиеся в трубочки, являются атомарно гладкими. Кстати, именно по этой причине графитовый порошок можно использовать в качестве отличной смазки. Если внутреннюю трубочку слегка выдвинуть (наподобие телескопа или перископа), то такая конфигурация  не будет устойчивой, потому что универсальное ван–дер-ваальсово взаимодействие обеспечивает минимум потенциальной энергии только для такой конфигурации, когда – грубо говоря - каждый атом углерода внутренней трубки стоит напротив такого же атома углерода внешней (разные усложнения типа хиральности внутренней и внешней углеродных нанотрубок мы опускаем). А это значит, что на «высунувшуюся» нанотрубку будет действовать возвращающая сила (прямо пропорциональная степени «высунутости»). И, если внутреннюю нанотрубку отпустить, она полетит назад. А так как трения почти нет, а у трубки (хоть и нано) масса имеется, то она по инерции проскочит положение минимума своей потенциальной энергии и высунется из другого конца. Возвращающая сила при этом сменит свой знак и вновь начнёт затягивать внутреннюю трубочку внутрь. Короче, внутренняя трубочка будет «шастать» туда и обратно, т. е. по-научному, осцилировать. Прочие детали (например, многослойность обеих трубок) не меняют сути дела, а меняют только частоту колебаний. А частота эта уходит в гигагерцовый диапазон. Можно, конечно, сказать, что это красивые мечтания двух китайцев и не более того (статья-то теоретическая). Только надо учесть, что вдохновили их на очередное решение основного уравнения механики для силы типа F=-kx удивительные эксперименты двух калифорнийских «левшей», опубликованные ещё в 2000 г. [2]. Так что маниловщиной здесь и не пахнет. Ясно, что завтра такие механические СВЧ- осцилляторы не появятся. Но лет через 5 – 10, кто знает? Очень даже могут.

С. Чикичев (ИФП СО РАН)

1. Phys. Rev. Letters, 2002, 88(4), p.045503, 28 Jan.

2. Science, 2000, 289, pp.602-604, 28 July

Экспериментальная реализация алгоритма Шора для квантовой факторизации

Для того чтобы разложить на простые множители (факторизовать) целое число N, состоящее из большого количества n цифр, классическому компьютеру требуется экспоненциально большое по n время порядка 
[image: image1.wmf]1/3
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, где t0 - время одного “элементарного вычисления” (шага). Квантовому компьютеру для решения этой задачи необходимо время всего лишь полиномиальное по n, порядка t0(n3. Соответствующий алгоритм квантовой факторизации был предложен Шором.

В работе [L.M.K. Vandersypen et al., Nature 414 (2001) 883] американских ученых из IBM Almaden Research Center и Stanford University сообщается об экспериментальной реализации алгоритма Шора для разложения числа N=15 на множители (3 и 5). В качестве носителей квантовых битов (кубитов) были использованы спины 1/2 семи ядер (двух атомов углерода и пяти атомов фтора) в молекулах C4F5Fe-C5H5(CO)2 (так называемый ансамблевый квантовый компьютер). Манипуляция кубитами осуществлялась при температуре 30ºС методами ЯМР-спектроскопии. Была реализована последовательность из ~ 300 спин-селективных радиочастотных импульсов, разделенных во времени периодами свободной эволюции взаимодействующих ядерных спинов. В итоге число 15 удалось-таки факторизовать, хотя измеренные по окончании вычислений спектры и отличались от “идеальных” (что приписано авторами эффектам декогеренции).


“Germans have best sense of humour”

“CORDIS focus”, информационный бюллетень ЕС по вопросам научно-технического сотрудничества, в первом январском выпуске 2002 года сообщает о проведенном во Франции сравнительном анализе участия различных европейских стран в Пятой рамочной программе, которая заканчивается в этом году. Оказалось, что Великобритания утратила свое господствующее положение, которое она занимала в Четвертой программе, и перешла на третье место. Лидером научных исследований в Европе стала Германия, которая обеспечила 18.6% всех участников Пятой программы. За ней следуют Франция – 15% и Великобритания – 14.8%. Увеличили свое представительство в общеевропейских программах Финляндия и Италия, а несколько снизили активность Бельгия и Нидерланды. Если говорить о конкретных направлениях, то и здесь в большинстве случаев впереди находится Германия. Так, например, она принимает участие в 22% всех фундаментальных исследований, финансируемых ЕС. «Большая тройка» (Германия, Франция и Великобритания) доминирует и в области международного сотрудничества, участвуя в 46% подобных работ. Если добавить к ним Италию, Испанию и Нидерланды, то эта цифра вырастет до 72%. 

Приведенные данные вряд ли способны удивить кого-либо, поскольку они отвечают накопленному опыту сотрудничества ученых из СНГ с западноевропейскими коллегами. Но вот результаты другого проекта - “Laughlab”, инициированного Великобританией (они приводятся в том же выпуске “CORDIS focus”), представляются неожиданными. Речь идет об исследовании психологических аспектов юмора и восприимчивости к нему разных народов мира. Выполненные эксперименты показали, что немцы лучше других понимают шутки. Вывод работы – “Germans have best sense of humour”.

Судьба электроники в России. 
Чтобы добиться успеха, надо быть 
ориентированным на него

Возможно, электронику в России можно возрождать, предварительно усевшись за круглый стол и выработав концепцию. Именно так решил журнал "Электроника. Наука, технология, бизнес" и, получив поддержку со стороны РАН, МО, Правительства Москвы и одного из комитетов Госдумы, такой круглый стол и организовал 30 января с.г. - "Судьба электроники в России". Обсуждение, в котором приняли участие многие высокие специалисты (перечислим их по ходу дела), не подтвердило расхожее мнение, что она (эта судьба) печальна. Хотя проблемы (и не простые), конечно, есть. Но, что отрадно, есть и следы возрождения, и предложено множество концепций полного возрождения, из которых остается выбрать оптимальную.

Сегодняшние печальные обстоятельства. 

Оказывается, что недавно заявленная новая российская суперЭВМ собрана на импортных интегральных схемах. 

Оказывается, что СБИС (с разрешением 0.35мкм) для наших новых проектных разработок изготавливаются на Тайване. 

Оказывается, что тайванские проектные разработки, требующие ИС с разрешением 2-3мкм, реализуются на наших заводах (это мы еще можем и к тому же у нас это дешевле из-за более низкой оплаты труда, чем на Тайване).

Оказывается, что в России нет собственного производства особо чистого кремния (нет такого кремния – нет и современной микроэлектроники). Более того, чтобы это производство было рентабельно в рамках традиционной технологии необходимо производить до 1000 тонн в год, а сегодняшняя потребность России – всего лишь 50 тонн в год (в СССР это потребление составляло 500 тонн в год). К слову, мировое производство – 15000 тонн, в основном, сосредоточено в США, Японии, Германии.

Оказывается, что наспех неумело закупленные и поставленные в наши системы зарубежные электронные компоненты давно сняты с их производств. 

Оказывается, оказывается, оказывается,…., но

Сегодняшние обнадеживающие обстоятельства.

Нерентабельно производить кремний в ограниченных количествах традиционным способом (исходное сырье – трихлорсилан)? Есть замечательный сибирский проект – прямой способ восстановления двуокиси кремния (кварцевый песок) в плазме. Большие запасы кварцевого песка чистотой 99.5% имеются в Рязанской и Пензенской областях. В результате может быть достигнута чистота в монокристаллах – 10-4. Производство будет рентабельно при любых его объемах. Можно обеспечить себя и заложить базу для будущей торговли этим на все времена поистине стратегическим материалом (Б.Г.Грибов, НИИ особо чистых материалов).

В области аналогового телевидения мы отстали навсегда, но …на повестке дня цифровое телевидение, где наше отставание – 1.5-2 года. Если сделать приставку, способную преобразовывать цифровой сигнал в аналоговый, то программы Ц(цифрового)ТВ можно будет принимать сегодняшними аналоговыми телевизорами. Такую приставку в России сделали – концерн «Телеком». Следующий шаг – гибридный телевизор, т.е. обычный аналоговый, в который вставлена специальная плата (такая уже разрабатывается Телекомом). Конечно, и для приставки, и для платы нужны ИС с разрешением 0.35мкм (по нашим проектам сейчас их изготавливает Тайвань). 0.2-0.3мкм – это насущная проблема наших микроэлектронных производств. Нужно мобилизовать силы и ее решить (К.И.Кукк, концерн «Телеком»).

Motorola осуществляет сборку своих сотовых телефонов в России – Россия организовала производство источников питания к ним, а сейчас стоит вопрос о производстве и других комплектующих, электронных компонентов (П.Н.Ведерников, «Золотой шар»).

Возникает и быстро растет рынок систем безопасности для транспорта (самолеты, поезда, автомобили). Еще есть шанс в него войти, чем активно занимается НИИ радиоприборостроения (А.Б.Орлов).

Не занят быстрорастущий рынок микросистем для автомобилей. Для их производства достаточно иметь 2-3мкм технологию. Необходимо быстро заполнить эту нишу (Сауров, МИЭТ).

Да, notebook’и – вне конкуренции, но… ЖК индикаторные панели для самолетов, видеомодули, плоские экраны – здесь можно вклинится в рынок (Михальченков, НИИ «Платан»).

Таких примеров много. Начались целенаправленные поиски свободных, освобождающихся и вновь возникающих ниш. 

Конечно, это – важный момент, однако не решающий проблему кардинально. Пока мы думаем о производстве СБИС с интеграцией 106 транзисторов на кристалле, ведущие зарубежные фирмы, перескочив этот барьер, думают и готовятся к 109 транзисторов на кристалле. Пока мы думаем о СБИС, они уже создают библиотеки системных блоков на кристалле (так называемых IP-block). Как быть с этим отставанием?

Мы начинаем не из нулевого положения (как, например, Южная Корея или Тайвань). У нас были (и есть!) отличные системщики. Надо создать серию проектных мастерских (центров проектирования), разрабатывающих системы под любые технологические изыски. Пусть их пока реализуют зарубежные производственные мастерские на том же Тайване, или в Ю.Корее. Вариант, аналогичный успешному дуэту «Архитектурная мастерская – Строительная фирма» с соответствующим разделением сфер деятельности (В.Г.Немудров, НИИ МА Прогресс).

Необходимо сформулировать единую цель, например, создание СуперЭВМ. В США разработку и изготовление суперкомпьютеров финансировало в значительной степени правительство. Суперкомпьютер – это стратегическое изделие, важное для оборонных целей. Правительство США вложило также значительные бюджетные средства в микропроцессоры. Теперь у Штатов монополия, как на суперкомпьютеры, так и на микропроцессоры. Необходимо добиться существенных бюджетных инвестиций в Российский суперкомпьютер и, соответственно, вложить их в слабое звено – в технологию производства соответствующих СБИС. Эта передовая технология потянет за собой и другие микроэлектронные компоненты (Ю.И.Митрополь-ский, ИСА РАН).

Конечно, оснастить все нуждающиеся производства соответствующим технологическим оборудованием за бюджетный счет не удастся, но можно выбрать один завод и полностью качественно обеспечить его. Пусть этот завод (или, как теперь принято говорить, производственная мастерская) станет затравкой, на которой будет кристаллизоваться современная российская микроэлектронная технология (К.А.Валиев, ФТИАН).

Правительство может содействовать развитию микроэлектроники не только субсидиями. Можно ввести и различного рода налоговые послабления для этой отрасли. Известно, что микроэлектроника, приносящая сейчас значительные средства в бюджеты Сингапура, Тайваня, Ю.Кореи, в свое время получила значительные субсидии и льготы от соответствующих правительств. Правительство Китая на 3 года освободило от всех налогов и оплаты электроэнергии все свои микроэлектронные центры. Европейский Союз выделил 500млн. долл. на программу «Электронная Европа» (для сравнения, на «Электронную Россию» выделено 6млн. долл.). Главная задача сейчас – развитие глубоко субмикронной (0.1мкм) технологии (А.И.Сухопаров, Федеральный фонд развития электронной техники).

За круглым столом вспомнили и о наноэлектронике. К.А.Валиев посвятил собравшихся в состояние дел с квантовым компьютером, в котором работают единичные атомы. По мнению А.И. Сухопарова, субмикронную (до 1000нм) и нанотехнологию (до 10нм) разделяет пропасть, и, чтобы приземлиться на наноберегу, необходимо сосредоточить усилия и проложить к этому берегу субмикронный мостик.


Внимание! Это – очень важно!
Совместный семинар МНТЦ и РФФИ (см. предыдущий выпуск ПерсТ’а) сменил сроки представления тезисов. Речь идет о важном семинаре “Nanotechnologies in the area of physics, chemistry and biotechnology” St. Petersburg, Russia 27-29 May, 2002. Результатом участия может стать финансовое обеспечение реализации Ваших идей. Думайте смело, решайте – быстро и…вперед! Готовьте тезисы. 

Ваш интеллект+Их финансы ( УСПЕХУ!!! Поезд не ушел. Вы еще успеете.

The technical program will include the following sessions:

1. Nanotechnology in informatics and communication

2. Nanoscale for Biological and Medical Approaches and applications

3. Nanotechnology in production engineering: materials, nanodispersions and nanocoating, nano composites and nanostructures and their application

4. Methods of diagnostics in nanotechnologies

Теперь новые важные даты

15 March, 2002 -Deadline for Pre-Registration and submission of abstracts

10 May, 2002 - Full Paper submission deadline
Each abstract should be sent by electronic mail, as an attachment. 

All papers for publication (abstracts, reports, full text) are to be submitted in English only

Registration

Participants should register preliminarily on-line on the Seminar web-site: http://www.ioffe.ru/RT/ISTC.

15 March, 2002 -Deadline for Pre-Registration and submission of abstracts

Контакты:

ISTC (International Science and Technology Center)

Phone: 7 (095) 797 63 77

Fax:   7 (095) 797 60 21

E-mail: pankratova@istc.ru

http://www.istc.ru

Ekaterina Pankratova

Ioffe Physical and Technical Institute

Phone: (812) 247 99 68

Fax: (812) 247 10 17

E-mail: Konnikov@pop.ioffe.rssi.ru
Dr. Samuel Konnikov

8-12 июля 2002. VIII международная конференция "Мессбауэровская спектроскопия и ее применения". Санкт-Петербург, Россия. 

Тематика конференции:

· Физика твердого тела и магнетизм
· Структура поверхности, тонких пленок, многослойных и наносистем
· Материаловедение и металлургия
· Биологические и медицинские применения
· Химия, катализ, структура и связь
· Геология, минералогия и археология
· Синхротронное излучение и гамма-оптика
· Новые методики и техника эксперимента
Регистрационная форма представляется не позднее 31.01.2002.
Для электронной регистрации и представления тезисов предпочтительно пользоваться сайтом:

www.chem.spbu.ru/moessbauer
Контакт:

Алексеев Игорь Евгеньевич, к.х.н.

Шелих Александр Александрович

Тел.: (812) 428 4039

Факс: (812) 428 6939

e-mail: shell@moss.pu.ru
Ершов Константин Владимирович

Тел.: (812) 438 4039

e-mail: fviv@oop.chem.spbu.ru

11-14 сентября 2002. Международная конференция "Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах" Махачкала, Республика Дагестан, Россия.

В рамках конференции проводится сателлитный 
V Международный семинар “Магнитные фазовые переходы”, посвященный памяти К.П.Белова.

Тематика конференции:

1. Магнитные фазовые переходы;

2. Фазовые переходы и критические явления в сегнетоэлектриках,

1. высокотемпературных сверхпроводниках, манганитах;

2. Критические явления в жидкостях;

3. Фазовые переходы, хаос и нелинейные явления в конденсированных

4. средах;

5. Компьютерное моделирование фазовых переходов и критических явлений.

Подробная информация по оформлению докладов приводится в файле образца. Электронную версию этого файла (а также другую информацию) вы можете получить на сайте конференции http://conference.iwt.ru

Тезисы принимаются только в электронной версии по e-mail conference@iwt.ru

С 1 апреля до 1 мая 2002г. необходимо сообщить название доклада, ФИО авторов и адрес организации.

Важные даты

1. 5 февраля 2002 - рассылка первого информационного сообщения;

2. 1 мая 2002 - последний срок регистрации участников конференции, названия доклада, ФИО авторов и адрес организации;

3. 15 мая 2002 - начало приема докладов;

4. 1 июля 2002 - окончание приема докладов;

5. 10 июля 2002 - уведомление о приеме докладов и рассылка 2-го сообщения;

6. 11-14 сентября 2002 - проведение конференции.

Контакт:

Телефон: (8722) 628900, 626675

Факс: (8722) 628900

E-mail: conference@iwt.ru
11-13 September 2002. Nano and giga challenges in microelectronics: research opportunites in Russia. Symposium and Summer School (Moscow).

This meeting will bring together scientists and engineers from academia, industry and national labs to discuss recent developments, and explore potential for collaboration in solving the most challenging scientific and engineering problems in microelectronics. Recognized leaders in the field are invited to present overview and current status of particular areas. These talks will be followed by papers discussing advanced topics and emerging areas of microelectronics such as:

· atomic scale design: theory and experiment

· highest frequency electronics

· magnetic materials and spintronics

· materials and processes for integrated optoelectronics

· molecular electronics

· new materials for gate and dielectrics in FETs

· non-silicon materials and devices

· quantum effects in devices

· system design technologies

For further information about this exciting meeting, on line registration, and abstract submission please visit:

http://WWW.AtomicScaleDesign.NET/moscow/
Organizing Committee

moscow@asdn.net
Российские конференции, планируемые в 2002 году (продолжение, начало в предыдущем выпуске ПерсТ'а)

Июнь, 2002. III Международная конференция «Мезоскопические и сильно коррелированные системы». Черноголовка, Московская обл. ИФТТ РАН.

Контакт:

тел. (095) 993-27-55

факс: 8-2576-41-11

Июнь, 2002. XVIII Международная школа-семинар "Новые магнитные материалы" (НМММ-18). Москва. МГУ им. М.В. Ломоносова Физический факультет.

Контакт:

тел. (095) 939-36-47

факс: (095) 939-36-47

Институт радиотехники и электроники РАН

тел.(095) 526-92-73

Научный совет РАН по физике конденсированных сред

тел. (095) 135-23-01

Июнь, 2002. Рабочее совещание «Оптические свойства двумерных систем с взаимодействующими электронами». Дом Ученых в Лесном, г. Санкт-Петербург. ФТИ РАН им. А.Ф.Иоффе.

Контакт:

тел. (812) 247-93-14

факс: (812) 247-10-17

Июнь, 2002. X Международный симпозиум "Наноструктуры: физика и технология". Санкт-Петербург (Репино). ФТИ РАН им. А.Ф.Иоффе.

Контакт:

тел. (812) 247-26-17

факс: (812) 247-10-17

16-24 июня 2002. Международный семинар по бору, боридам и родственным соединениям (ISBB'02). Санкт-Петербург. ФТИ РАН им. А.Ф.Иоффе.

Контакт:

тел. (812) 247-99-19, 247-93-11

факс: (812) 247-89-24, 247-10-17

Июнь, 2002. III Международная конференция "Аморфные и микрокристаллические полупроводники". Санкт-Петербург. ФТИ РАН им. А.Ф.Иоффе. 

Контакт:

тел. (812) 247-93-14

факс: (812) 247-10-17

29 июня-3 июля 2002. Конференция «Нелинейная магнитооптика». Санкт-Петербург. Дом Ученых ФТИ РАН им. А.Ф.Иоффе.

Контакт:

тел. (812) 247-91-91

факс: (812) 247-10-17

22-28 июня 2002. ХХШ Международная конференция: по квантовой электронике (IQEC -2002). Москва. МГУ им. М.В.Ломоносова.

Контакт:

тел. (095) 939-51-73

факс: (095) 939-31-13

Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН

Контакт:

тел. (245) 258-95, 135-02-54

факс: (245) 225-32, 235-54-30

22-28 июня, 2002. Международная конференция «Лазеры, применения и технологии» (LAT-2002). Москва. МГУ им. М.В. Ломоносова.

Контакт:

тел. (095) 939-51-73

факс: (095) 939-31-13

Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН

Контакт:

тел. (245) 258-95, 135-02-54

факс: (245) 225-32, 235-54-30

Июнь-июль, 2002. Второе российско-канадское совещание по фотонике. Нижний Новгород. ИПФ РАН

Контакт:

тел. (8312) 36-66-69, 36-60-86

Август- сентябрь, 2002. Ш научный семинар по EXAFS и EXAFS-подобным явлениям. Ижевск. ФТИ УрО РАН

Контакт:

тел. (3412) 43-03-02

факс: (3412) 25-06-14

Сентябрь, 2002. XVI конференция по физике сегнетоэлектриков (ВКС-16). Тверь. ТГУ.

Контакт:

тел. (0822) 33-24-52

факс: (0822) 33-12-74

ИКАН им. А.В.Шубникова

тел. (095) 135-61-00

Научный совет РАН по физике конденсированных сред

тел. (095) 135-23-01

Сентябрь, 2002. Международная конференция по физике фазовых переходов и критических явлений в конденсированных средах. Махачкала. Институт физики ДНЦ РАН.

Контакт:

тел. (8722) 62-89-60

тел./факс: (8722) 62-89-00
Сентябрь, 2002. V Международный семинар по физике магнитных фазовых переходов. Махачкала. Институт физики ДНЦ РАН.

Контакт:

тел. (8722) 62-89-60

тел./факс: (8722) 62-89-00
Сентябрь, 2002. Международный симпозиум "Современное развитие магнитного резонанса". Казань. Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского КНЦ РАН

Контакт:

тел. (8432) 76-05-03

факс: (8432) 76-50-75

Сентябрь, 2002. Школа-семинар «Проблемы физики твердого тела и высоких давлений». Сочи, пансионат «Буревестник». ИФВД РАН им. Л.Ф.Верещагина.

Контакт:

тел. (095) 334-0011, 334-0013

факс: (095) 334-00-12

Сентябрь, 2002. VI Российско-Японский семинар по физике поверхности полупроводников. Владивосток. Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН

Контакт:

тел. (4232) 31-06-96 

факс: (4232) 31-04-52

9-13 сентября, 2002. VП Международный симпозиум по лазерной метрологии применительно к науке, промышленности и повседневной жизни (Laser Metrology 2002). Новосибирск. Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН

Контакт:

тел (3832) 33-27-60

факс: (3832) 32-93-42)

Сентябрь-октябрь, 2002. XXVII Европейская конференция по взаимодействию лазерного излучения с веществом (ECLIM). Москва. ФИАН им. П.Н.Лебедева.

Контакт:

тел. (095) 135-22-50

факс: (095) 938-22-51

Октябрь, 2002. Национальная конференция по росту кристаллов НКРК-2002 (РК-10). Москва. ИКАН им. А.В.Шубникова.

Контакт:

тел. (095) 135-65-41

факс: (095) 135-10-11

Октябрь, 2002. Школа молодых ученых «Когерентная оптика и оптическая спектроскопия». Казань. Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского КНЦ РАН.

Контакт:

тел. (8432) 76-05-03

факс: (8432) 76-50-75

Ноябрь, 2002. Школа молодых ученых "Актуальные проблемы магнитного резонанса и его приложения". Казань. Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского КНЦ РАН

Контакт:

тел. (8432) 76-05-03

факс: (8432) 76-50-75
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